Nanodispositivos
ultrarrdpidos y eficientes para
comunicaciones y espectroscopia
de THz basados en
semiconductores de gap anchoy
estrecho

Objetivo del proyecto

En este proyecto a través de la simulacién Monte Carlo de dispositivos electrénicos se estudian, entre otras
cosas, las oscilaciones Gunn en diodos autoconmutantes (SSDs, self-switching diodes) basados en capas de
GaN dopado bajo diferentes condiciones de simulacién (temperaturas, dopajes, geometrias, etc.). Uno de los
objetivos buscados consiste en proporcionar las reglas idéneas para optimizar la fabricacién de los dispositivos.
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Estructura tridimensional del dispositivo objeto de simulacién.
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Financiacion del proyecto

MICCIN - Agencia Estatal de Investigacion.
Funciones de SCAYLE

Para los objetivos anteriormente indicados necesitamos recursos de célculo adicionales ya que los recursos
de computacién propios con los que contamos son limitados.

Justificacion del proyecto

La radiacién electromagnética a frecuencias de Terahercios (THz, rayos T) estd situada en el espectro
electromagnético entre las microondas y los infrarrojos (100 GHz<f<10 THz), o si se prefiere, entre los limites
del dominio de la dptica y de la electrénica. Esta banda ha despertado un gran interés cientifico a lo largo de
los dltimos afos debido a sus multiples aplicaciones en campos de imagen médica, biologia, seguridad,
comunicaciones, farmacia, sensores, control de calidad o sector aeroespacial, etc. La generacién de
frecuencias dentro del rango de los THz no es una tarea sencilla por su ubicacién entre las frecuencias propias
de la dptica y de la electrénica y, actualmente, existe una gran actividad con el fin de obtener fuentes,
amplificadores y detectores de estas sefales. El proyecto se centra en el disefio y en la fabricacién de un
oscilador Gunn planar de alta potencia y alta frecuencia (decentas -centenas de GHz) basado en GaN
dopado.
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(a), (b), (c), (d) Mapas del médulo del campo eléctrico. (e), (f), (g) y (h) Mapas de la concentracion de electrones. (i), (), (k) y (1) Mapas del ratio

de ionizacién por impacto. (m), (n),(0), (p) Mapas de la energia media de los electrones. Se aplica un voltaje en el terminal de drenador de 30
Vy diferentes voltajes en el terminal de sustrato: -10V, 20 V, 30 V. Los resultados mostrados en (d), (h), (1) y (p) incluyen una capa de
dieléctrico con permitividad relativa 6 entre el terminal de sustrato y el semiconductor.
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